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Amorfné a nanokrystalické zliatiny
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» 1. zmena orientdcie strednej hodnoty
magnetického momentu A,

» 2. hodnota intenzity vnatorného hyper-
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» 3. zmena obsahu krystalickej a amorfne;j
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Struktary a jej Mdssbauerovo Spek



/Zmeny parametrov suvisiacich s
technologiou pripravy

Doteraz — vplyv implantovanych i6nov Cu na amorfn( a nanokrystalicka Struktaru
1. citlivost’ sa prejavila na parametre A23, ktory vyjadruje smer magnetizacie
2. veI'mi mald zmena v hodnote vnitorného magnetického pola
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» 3. pozorovali sme tvorbu novych faz len v ramci neistoty
» Ciele prace
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1. implantacia Cu i6nov do prekurzora ( p6vodna amorfna zliatina) a porovnanie
nanokryStalickych vzoriek s Implantovanym prekurzorom a neimplantovanym
prekurzorom




Vyber vzoriek

Zamerali sme sa na vzorky tvoriace zaklad nanometu :

(FegsC0,1B15)gsP,Cuy

(FessC02:1B15)gsP4

(FegsC0,1B10S15)g7P5

Implantacia na Materialovo-technologickej fakulte STU

Cu.....energia...2 MeV v amorfnej a nanokrystalickej
zliatine

Davka bola 10 16 at/cm?




(Fes4C0,1B15)95P4 CUy

Amorfna zihana — NANO :
16% krystalickej zlozky

Amorfna : len amorfna zlozka 84 % amorfnej zlozky Ah 39 %,
Ah =36%, Al = 64% Al 45%
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Implantovana Cu- Kr
zloZzka 3%

Amortna- zlozena z Al= 67%,
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Ton Distribution

Ion Range = 6897 A Skewness =-0.545
Straggle= 1751 A Rurtosis = 3.292

(FesC0,1B15)95P,

- 4000

Implantacia Cu iénov o energii 2 MeV v amorfnej a
nanokrystalickej zliatine Davka bola 10 16 at/cm?
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Simulaca — hibka implantacie Cu iénov bola 1,4 p
- mnozstvo Cu 24x10%° atom Cu/cm?®
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Amorfna zihana obsahuje : krystalicka ~ Amorfna Implantovanad Cu zihana : kryStali
zlozka 28%, zlozka 20%

amortna zlozka: Al= 36%, Ah= 36% Amortna zlozka : Al= 54 %, Ah=26%
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Porovnanie

Implantovana Cu

. zihana : krystalicka zlozka 20%
16% krystalickej zlozky
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Amorfna implantovana Ziha
krystalicka zlozka 18%, amc

Amorfna zihana: krystalicka zlozka

32%Amortna zlozka: Al1=43%, Ah=25 % Al=46%, Ah=36%
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Difrak¢ny zaznam:

DSC analyza: ukazuje, Ze vplyvom
implantacie Cu 10nov sa vytvara nova
kryStalizacna teplota.
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Depth vs. Y-Axis

(FegsC0,1B1oSI5)g7P3

Implantacia Cu i6nov o energii 2 MeV v amorfnej a nanokrystalicke;j zliatine .
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Matna strana: vel'kost zirn 51 nm Leskla strana: vel'’kost’ zim 47 ni




DSC analyza: ukazuje, Ze
vplyvom implantacie Cu 16nov sa
vytvara nova krystaliza¢na
teplota.

Modifikacia pomocou implantacie
Cu 16nov ucinna ak sa kombinuje
so zihanim

Vytvorenie novej krystalickej fazy
Aplikacia — vhodna kombindcia
Zihania a oZarovania vedie k
technologii na pripravu materialov
podla pozadovanych kriterii.




Dakujem za
pozornost’




